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Telureto de Cadmio (CdTe) possui uma ampla gama de utilidades
tecnoldgicas como dispositivos eletronicos semicondutores, celulas solares,
lasers entre outros.

Um desafio fundamental para o crescimento de filmes finos com alta
qualidade é superar a incompatibilidade de parametro de rede (lattice
mismatch) entre camadas de CdTe (pardmetro de rede = 6.482A) e
substratos disponiveis como GaAs e Silicio (lattice mismatch de ~15 e 20%,
respectivamente).

Abordagem usual usada para diminuir a influéncia da incompatibilidade de
rede é crescer uma camada buffer de ZnTe (pardmetro de rede = 6.101A)
sobre o substrato utilizado.

Nao ha muitas informacoes acerca da utilizacao do MnTe (parametro de
rede = 6,380A) como camada buffer, apesar dele ser mais apropriado.
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Objetivos

Crescimento e caracterizacao de filmes finos de MnTe sobre GaAs (100) usando

a epitaxial por feixe molecular (MBE).

Material e Método

Crescimento de MnTe sobre GaAs (100) por MBE e caracterizacao por meio da
técnica de difracao de raio-X (DRX) e microscopio de forca atomica (AFM).

Resultados e Discussao
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Figura 1. Medidas de espessura usando o perfilometro optico. Fonte: Elaborada
pelo proprio autor.
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Figura 2. (a) Relacao entre temperatura de substrato e rugosidade. (b) Resultado

da difracao de raio-X, variando temperatura de substrato. Fonte: Proprio autor.
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Figura 3. Imagens por AFM. (a) Amostra com Tsypstrato = 200 °C e Ty,
= 860 °C. (b) Amostra com Ty pstrato = 100 °C e Ty, = 830 °C . Fonte:
Elaborado pelo proprio autor.

Queda da rugosidade com reducao da temperature; Variacao da temperatura
do substrato produz mudancas na orientacdes cristalinas; Aumento da
temperatura da célula de manganés produz queda da rugosidade.

Conclusoes

Filmes finos de MnTe possuem orientacao cristalina definida e qualidade
suficiente para atuarem como camada buffer.
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